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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 8 Sy
TRANZISTORY P-N-P P30

Pouliti:

Polovodifovéd souddsiky TESLA QU30 jsou nizkefrekvenéni vikonové tranzistory se zivd

¥ OEeTep prow s wrtend pro vikenové nizkohelvenini zes!
e apod, 20030 i

vim wykonem 4
tFidy A nebe B,
ey B,

en Hovade

4
pro spin ou plrovong franzistory pro zestovode

i

Provedeni:

arzistor Je umistdn v hermeticky uzoviendm kovovém pouzdre se skisndoymi ol

odkami, Viastnl systém tranzistory je pfipevedn kolektorem & zdékladnd pouzdro,
¥

Te
Gt

pivodnim drdtlim prochézejiclm privhodkami o

amitor o bdze isou o

pojeny k

s kovovym kem. Kolekior Je vodive spojen s pouzdram, Zaki

je zhotovena x destidky monokrystalu germonio vodivestnil
kiroda ~ amiler ~ o mermjﬁ. elekirodor — kolekior ~ germonic
Mezni
ErleXe 32 W
M 32 Y
max A2 Y
mex 32 W
max 10 Y
[EHer 10 ¥
meax 1.4 A
[t T4 &
MUx (3,28 A
max 0,25 A
fiiter 1.5 &
Proud emitoru $piékovy 1.5 &
Teplote plechodu mon Ll
Tepeint odpor fteFs 7.5 (S eGtH
Sliadovac] teploto K w53 +75 s
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Charaktedstické ddaie: {Teploto pouzdra +25 °C)

proud lolekioru
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17 .. B3 W

<7 W

kW 1

- 14
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Parovanéd iranzistory 2-0C30:
hodnotdn,

iy chard

1

Parovanéd tronzistory musi odpovidet
gy @ By

i

i3
ny v pracoviich bodech

Zinital ho

§ Y | ~ @ W
g 0.1 A g iz 1.5 A

fovat o vice nei 18 Y.
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Porndmky:

1.V pfipadé, e zékuznik poladuje tHddni tronzistord pedle hodnoty ‘LSDI”
se yyifidénéd virobky do tdchio skupin:
by 18~ 35 crnafeni A
h:l 35~ 70 crnaden: B
foy FO - 110 aznafeni C

Vyrobee si vyhrazuje préve doddvot tranzistory v libovolnvch skupindch,

ram o bazi mendl nef 500 O,

cdpor mezi emib

1. Tronzistory upavanii v plistroli ;}'{'iémubmzém’m

finé chiudic plofe tak, aby zédkludne tranzistory
teplo, vznikoj wynitf  tranzistoru. Deporudujeme

nandst no styéné plochy tranzistors o kostry  vrs

stotné avydl rozved zirdtovéhe tepla do ke

sté prechodu ze sklensné pric fey 2
i

ohyb nebo krouseni v

ulomen! piivedd o porudeni tdsnosti tranzistora}, ¥ grafu  zdvisiost

fotd znadl tepelayd odpon:

mezni hodnot

rozmird

provez tran
00120

CIW provoz
0015
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2 Tranzistory jseu neprodying
Gfinkim mraze -850 °C {zkoudi

a odelnd

s‘wm”y CE ?\‘

suchéhe tepla

pil relotival vi

Tranzistory jsou
wmitodty 50 Hz

e

po r}mm 30
3 ¥ suy, dle isou odolné
43 g izkou¥ se podle OSSN 34 5681, L 80

ve smery hlave! osy o 30 minut ve s

protl Géinkdm pdadu of do hodn
zhouska SE4).
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